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近年室温で動作する単一光子源として，六方晶窒化ホウ素（hBN）単一欠陥中心が注目されてい

る。これまで我々は，hBN 単一欠陥中心の双極子方向解析[1]や，ナノ光ファイバ[2]およびそれに光

共振器を組込んだ共振器内蔵ナノ光ファイバ[3]と hBN 欠陥中心とのハイブリッドデバイスを報告

してきた。今回，発光波長より長波長の光を用いて hBN を励起したところ短波長での励起時に比

べ，バックグラウンドが低減し，鋭いピークの発光スペクトルを観測したので報告する。 

Fig.1 に，実験に用いた共焦点顕微鏡システムを示す。サン

プルには，シリコン基板上に分散させた hBN ナノフレーク

（幅～200 nm、高さ 5 nm～50 nm）を用いた[1-3]。光源には、

波長 532 nm および 637 nm のレーザー光を用いた。それぞ

れのレーザー光を対物レンズ（NA=0.9, x100）を用いてサン

プルに集光，発生光子を単一光子検出器および分光器を用い

て測定した。 

Fig. 2(a)および 2(b)に，それぞれ同じ輝点を

532 nm および 637 nm で励起した時の発光スペ

クトルを示す。532 nm で励起したときに比べ，

637 nm で励起時には鋭いピークが得られた。

講演では，輝点における二次の強度相関関数，

および，発光スペクトルの励起波長依存性につ

いて報告する。 
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Fig. 1 Experimental setup 

 

Fig. 2 Emission spectrum at the excitation wavelength 

of 532 nm (a) and 637 nm (b). 
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